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１．概要（Summary） 

微細加工ナノプラットフォームコンソーシアムでは、支

援プロセス技術高度化のため、プロセス知識データベー

スの構築を進めている。データベースの充実のため、各

種成膜プロセスのプロセス条件と作製した膜の特性デー

タを収集する。 
薄膜材料としてスパッタによるTiO2のデータを得るため、

微細加工プラットフォーム実施機関のひとつである京都大

学・実施機関に TiO2 の成膜と評価を依頼し、プロセス条

件と膜特性のデータを取得した。 
 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 多元スパッタ装置、X線回折装置、分光エリプソメーター、

超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡（SEM） 

【実験方法】 

多元スパッタ装置で、酸化膜（100nm）付き 6 インチ Si

ウェハ上に TiO2 成膜を行った。スパッタターゲットとして

は、Ti または TiO2を用い、基板温度、RF Power、スパッ

タガスの Ar/O2 比率等の条件を変数とした。得られた薄

膜の結晶構造は X 線回折装置、断面構造は SEM、膜

厚は段差計、エリプソメーターおよび SEM で評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

  Ti ターゲットの場合、基板温度 220℃および 450℃（設

定は 300℃および 600℃：以下同様）で成膜した膜におい

ては結晶性を示さなかった。更なるスパッタ条件の検討が

必要である。TiO2 ターゲットの場合は、基板温度 220℃以

上で形成した薄膜においてアナターゼ構造およびルチル

構造が混在する膜を得た。Fig.1 に基板温度 450℃、RF 

Power 350W、Ar/O2=150/2、成膜時間 30 分で形成した

薄膜の X 線回折パターンを示す。膜厚は 80nm である。ア

ナターゼ構造とルチル構造が混ざっていることがわかる。

基板温度 220℃の膜と比較すると 450℃の膜のほうがアナ

ターゼ構造の比率が高いことがわかった。Fig. 2 に断面

SEM 写真を示す。TiO2は柱状成長していることがわかる。 

 

Fig.1  X-ray diffraction pattern of TiO2 thin film. 
 

 

Fig.2  SEM image of TiO2 thin film deposited at 
450℃. 
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